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TFTＧLCD发绿的研究及改善

杨宗顺∗,朱建华,张加勤,李　伟,李祖亮,钟　野,杨德波,樊明雷
(重庆京东方光电科技有限公司,重庆４００７１４)

摘要:TFTＧLCD(ThinfilmtransistorＧliquidcrystaldisplay)行业中,在对屏进行切割、搬运过程中,容易造成屏边缘破损.
当破损位置刚好位于屏点银胶位置时,银胶会通过破损进入,与黑矩阵(Blackmatrix,BM)接触,使黑矩阵带电形成干扰

电场,从而使液晶偏转异常而产生发绿不良.切割工艺中,增加辅胶涂覆可以使切割后的空白条更稳定,从而减少搬运

过程中摩擦、碰撞导致的屏边缘破损,从而降低不良发生率,导入后不良发生率由５．６％下降到１．５％.屏单侧点银胶是

一种具有可行性的不良改善临时措施,但不具有量产导入性.通过对比相似产品银胶点位设计及产线工艺条件调查,得
出当银胶点距离屏边缘≥４mm 时,可有效防止发绿不良的发生.在点银胶侧BM 区域进行挖槽,使银胶与BM 隔离开,
可彻底避免静电由银胶导入黑矩阵.黑矩阵挖槽设计导入后,发绿不良降低为０％,不良彻底解决.
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InvestigationandsolutionofTFTＧLCDgreenishproblem

YANGZongＧshun∗ ,ZHUJianＧHua,ZHANGJiaＧQing,LIWei,LIZuＧLiang,

ZHONGYe,YANGDeＧBo,FAN MingＧlei

(ChongqingBOEOptoelectronicsTechnologyCO．,LTD,Chongqing４００７１４,China)

Abstract:IntheTFTＧLCDindustry,itiseasytocausePaneledgetobedamagedduringthecutting
andtransportation．WhenthedamagepositionisjustatthepositionofthesilverpointofthePanel,

thesilverglueentersthroughthebreakageandcontactswiththeBM (Blackmatrix),causingtheBM
tobechargedtoformaninterferenceelectricfield,therebycausingtheliquidcrystaltodeflectabnorＧ
mallyandcausinggreenishproblem．InCutprocess,theincreaseofdummySealcanmakethedummy
baraftercuttingmorestable,therebyreducingtheedgebreakagecausedbyfrictionandcollisiondurＧ
ingtransportation,thusreducingtheincidenceofgreenish,afterintroductiontheincidenceof
greenishisreducedfrom５．６％to１．５％．PanelsingleＧsidesilvergluepointisafeasibletemporaryimＧ
provementmeasure,butitdoesnotsuitableformassproduction．Bycomparingthedesignofsilver
gluepointsofsimilarproductsandinvestigatingtheprocessconditionsoftheproductionline,weconＧ
cludedthatwhenthesilvergluepointsaremorethan４mmawayfromtheedgeofthepanel,itcanefＧ
fectivelyavoidtheoccurrenceofgreenish．MakeagrooveinBMareatoseparatethesilvergluefrom
BM,andthestaticelectricitycanbecompletelypreventedfrombeingintroducedintotheBMbythe
silverglue．AftertheintroductionoftheBMgroovedesign,thegreenishfailurewasreducedto０％,



andthefailurewascompletelysolved．
Keywords:cut;electroＧstatic;silverglue;greenish;blackmatrix;dummyseal

１　引　　言

　　随着信息技术的高速发展,人们对视觉感官

的要求越来越高.这对以 TFTＧLCD为主流的显

示行业来说,也是充满了挑战和期待[１].目前,国
内各屏企业将目光逐渐投向了有着下一代显示产

品之称的 OLED[２Ｇ５](OrganicLightＧEmittingDiＧ
ode),但 OLED 暂无大量客户端运用,主流产品

仍然是TFTＧLCD,而TFTＧLCD也在竞争激烈的

市场上不断改进和推陈出新.其中,本公司开发

的 ADSDS(AdvancedSuperDimensionSwitch)
技术是业内领先的超硬屏技术之一,可让屏幕拥

有更高透过率、亮度和对比度,接近１８０°的视角

可实现更为逼真的图像显示效果.且 ADSDS屏

兼具功耗低,更环保等优势,目前广泛应用于智能

手机、平板电脑、笔记本、显示器及电视等全系列

显示产品[６Ｇ７].
本公司一款 TFTＧLCD 产品在量产过程中,

存在L０发绿不良,严重影响了产品显示品质,也
造成了良率及收益的损失.L０发绿为在点灯测

试过程中 L０画面下异常发绿显示不良.通常,
屏满屏发绿与内部电场受干扰相关,可能存在静

电影响或非正常干扰电场存在.
本文就某款产品发生的L０发绿进行了深入

研究,找到了不良产生的原因,对不良的现象、发
生机理进行了合理解释.在此过程中,进行了工

艺改善验证;对不良进行了复活、挽救措施验证;
就防止再发生,结合产线工艺情况和产品自身设

计,分别提出了两种可彻底改善的设计变更方案.
通过验证,挽救措施切实可行;而设计变更导入

后,L０发绿不良得到了根本改善.

２　发绿概述及机理分析

２．１　现象及分析概述

发绿为点灯画面 L０灰阶下满屏泛绿,如图

１.通常,发绿可由静电或屏存在异常电场引起.

ADSDS产品相对于 TN(Twisted Nematic)产

品,彩膜(Colorfilter)侧背面存在ITO(Indium
tinoxide),ITO 为屏导静电作用.通过银胶点,

ITO与屏 GND(Ground)线相连.宏观检查背

ITO无损伤,测试ITO电阻率无异常.显微镜下

观察,发现银胶位置彩膜内侧存在微小破损.微

观下,银胶通过破损口进入与黑矩阵发生接触.
发现异常后,正常屏模拟黑矩阵与银胶点接触实

验,点灯L０发绿可复现.

图１　发绿现象

Fig．１　Phenomenonofgreenish

２．２　不良机理分析

如上所述,背ITO为彩膜侧表面涂覆的导电

层,其作用是将屏表面的静电通过银胶接 GND
线排除[８Ｇ９],避免屏表面静电聚集,形成表面电场,
干扰 内 部 正 常 液 晶 偏 转 造 成 异 常 显 示[１０Ｇ１１].

ITO、银胶、GND等连接如图２所示.

图２　屏结构图示

Fig．２　Structureofthepanel

通过显微观察和模拟实验基本确定,银胶与

黑矩阵接触是造成发绿的原因.而破损怀疑是切

割、搬运过程产生[１２Ｇ１３],破损发生位置刚好位于
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银胶点位,银胶经破损缝隙处进入,并与黑矩阵接

触,造成不良.正常银胶点与本次存在破损的银

胶点位侧视图对比,如图３、图４所示.

图３　正常银胶点

Fig．３　Normalsilvergluepoint

图４　异常银胶点

Fig．４　Abnormalsilvergluepoint

图５　正常电场图

Fig．５　Normalelectricfield

实验发现,对失效(NotGood)银胶点位施加

１~３V(相对 GND电压)电压过程中,发绿现象

逐渐减轻.当加至３V 时,发绿现象完全消失.

Panel设 计 中 背 ITO 通 过 银 胶 连 接 至 GND,

GND为屏相对接地端.黑矩阵本身不带电,可近

似认为正常黑矩阵为０V.而实验中对失效银胶

点施加正向电压至３V 时发绿消失,可认为黑矩

阵连接银胶后带负电,当施加相对 GND 正向电

压后,黑矩阵恢复理论０V时发绿消失.
在无外界电场干扰时,TFT 侧两层ITO 间

形成电场,液晶分子在水平方向有序排列,根据不

同压差进行偏转,如图５所示.
当银胶与黑矩阵接触,使黑矩阵带电(相对负

电),黑矩阵与 TFT 侧ITO 形成电场,如图６所

示.正常屏无黑矩阵ＧITO电场,L０画面下,液晶

分子水平排列,像素无漏光,为灰阶显示.而存在

黑矩阵ＧITO电场时,像素边缘液晶偏转异常,继
而产生像素边缘漏光,形成发绿不良.

图６　异常电场图

Fig．６　Abnormalelectricfield

２．３　发绿现象分析

以上分析,像素边缘液晶分子偏转异常时,会
整体影响红/绿/蓝(Red/Green/Blue)色阻的漏

光,而实际宏观现象表现为发绿.对此,我们进行

了色阻透光率对比分析,在同等背光照度情况下,
测试各色阻材料的透光率.结果表明,色阻透光

率强度依次为绿色、红色、蓝色,测试结果如表１

所示.

表１　色阻透光率对比

Tab．１　TransmitionofColorfilter

色阻 数量/片 透光率/％(Aver．)

绿色 １０ ６０

红色 １０ １７

蓝色 １０ １０

透光率测试结果表明,绿色色阻透光率６０,
大于红色色阻(１７)、蓝色色阻(１０).在 BMＧITO
电场干扰下,红/绿/蓝像素边缘均产生漏光,但绿

色像素透光率远远大于 R、B色阻,因此,宏观观
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察为发绿现象.
为进一步验证试验结果,在目镜下观察不同

画面下像素漏光情况,结果如图７.在 L０/R/G/

B画面下,异常(发绿)屏较 OK屏,红/绿/蓝色阻

边缘漏光均严重;异常屏中红/绿/蓝色阻漏光程

度对比,绿色像素边缘漏光最明显,与绿色色阻透

光率最大结论一致.

图７　微观观察现象

Fig．７　Phenomenonofmicroobservations

３　发绿的相关验证及改善

３．１　单侧点银胶验证

银胶通常为屏左右两端各一点设计,如图２
所示.实物分析过程中,我们发现导致屏发绿的

破损均集中于屏左侧,右侧屏银胶点无破损发生.
而银 胶 作 用 为 连 接 彩 膜 侧 背 ITO 与 接 地 线

GND,导走屏表面静电,所以只存在左侧点银胶、
只存在右侧或两侧同时存在,理论来说,不会根本

影响银胶的作用.
为验证猜想,对只存在左侧破损的屏进行了

右侧单点银胶测试,点灯测试屏无发绿发生.同

时对右侧单点银胶屏进行了信赖性测试,如表２
所示,无信赖性风险,单侧银胶改善措施可导入.

表２　信赖性测试结果

Tab．２　Resultsofreliabilitytest

测试项 条件 量/片 结果

画质和外观 ２５±５℃ ３０ OK

高温运行 ５０℃,２４０h ２０ OK

高温存储 ６０℃,２４０h ２０ OK

低温存储 －２０℃,２４０h ２０ OK

残像 ２５℃ ,１６h ２０ OK

３．２　辅胶涂覆变更验证

破损发生位置具有屏左侧集中性,将屏还原

于 QＧ屏上时,发现不良屏均为 B 行屏,如图 ８
所示.

图８　QＧPanel示意图

Fig．８　PhenomenonofQＧPanel

由 QＧ屏可知,破损发生位置集中 Q 中间位

置.抽取切割后B行屏,由屏左侧易发破损位置

起,对左→中→右３位置切割面进行SEM 观察.
发现中间位置切割最佳,优于右侧切割入刀位置;
而左侧为疑似撕扯、缺损状,如图９所示.

图９　切割断面SEM 观察

Fig．９　SEMofcuttingsection
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左侧非切割起始端,断面却是最差,且断面呈

撕扯、缺损状,由此分析非切割工艺直接导致.观

察图８中,QＧ屏横向切割两刀后,中间空白条就

会留存下来.而辅胶涂覆为分段式,切割、裂片、
搬送过程中缺少辅胶的部分,上下两层容易分离、
翘起.在分散、翘起的空白条接触到B行屏左侧

时,容易造成屏左侧的边划伤、边缘破损等.
为了验 证 分 析,在 进 行 辅 胶 涂 覆 时,将 A

行、B行中间Seal进行连贯涂覆,这样可增加空

白条的稳定性,如图１０.由此发绿不良由５．６％
下降至１．５％,辅胶涂覆变更对发绿不良有明显

改善.

图１０　辅胶涂覆涂覆图示

Fig．１０　StructureofdummySeal

３．３　银胶点的设计检讨

对比其他几款尺寸相近,与 QＧ屏设计相似的

产品,在经过同样的切割线体后,并无发绿不良产

生.通过对比银胶点位设计,发现发绿产品银胶点

设计最靠近屏边缘,如图１１(单位/mm)所示.可

见银胶点位设计与发绿不良发生相关性大,当银胶

点位与屏边缘有一定距离时,可避开屏边缘破

损点.

图１１　银胶点位图

Fig．１１　Structureofsilvergluepoint

结合各产品不良发生情况及银胶点位设计对

比,为探究当前切割工艺下,银胶点位设计的合理

范围,我们对发绿屏左侧１cm 距离内破损进行了

统计.对破损的统计标尺分为长度、深度,长度为

沿屏边破损距离,深度为屏边往显示区方向延伸

距离.统计发现,破损主要集中于１~３mm 范围

内,如图 １２(Spc:长 度 ≤０．５ mm,宽 度 ≤０．５
mm).４~１０mm 范围超规破损基本不发生,≥４
mm是点银胶的安全起始范围.由于量产品银胶

点变更涉及电路设计问题,本产品并未做银胶点

变更验证,但可为后续产品设计开发提供参考.

图１２　屏破损统计

Fig．１２　Statisticsofpanelchips

３．４　黑矩阵挖槽的验证改善

引起发绿不良的直接原因是银胶经破损缝隙

进入,与黑矩阵接触,使黑矩阵带电.因此只要将

银胶与黑矩阵进行隔离,就可防止发绿不良的发

生.为此进行了黑矩阵挖槽的验证,利用沟槽对

银胶与黑矩阵进行隔离,挖槽设计如图１３,挖槽

总体原则为保证d≥破损深度.挖槽设计导入

后,发绿不良降低为０％,发绿彻底改善.

图１３　黑矩阵挖槽设计

Fig．１３　TrenchingdesignofBM

４　结　　论

发绿不良为屏在切割工艺过程中,造成屏边
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缘破损,点银胶时,银胶通过屏边缘破损进入,与
黑矩阵接触使其带电,形成黑矩阵ＧITO 干扰电

场,从而导致液晶偏转异常导致.
通过验证,单侧点银胶是一种具有可行性的

对切割工艺不足的补救措施,但正常设计、量产为

双侧点银胶,不具有长期量产导入性.工艺改善

验证中,辅胶涂覆直连有利于切割后空白条的稳

定,避免上下空白条的分离和翘起损伤相邻屏边.

辅胶涂覆直连导入后,发绿不良改善明显,发生率

由５．６％降至１．５％.
通过银胶点位设计对比,结合产线工艺数据

分析,得到银胶点距屏边缘≥４mm 时可有效防

止发绿发生.产品设计上,对银胶点侧的黑矩阵

进行挖槽隔离,也能有效防止银胶与黑矩阵接触,
黑矩阵挖槽导入后,发生率降低为０％,发绿不良

得到了彻底改善.
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